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최근 다공성 실리콘은 발광소자, 다이오드, 고기능성 센서, 박막전극, 직접회로, 연료전지 등 다

양한 소자로서의 응용이 연구되고 있다. 다공성 실리콘은 구조적으로 특이할 뿐 만 아니라, 부피

비 표면적이 매우 크다는 것을 특징으로 한다. 이러한 다공성 실리콘의 구조를 결정짓는 주된 

변수는 실리콘의 전기저항치와 전류밀도이다. 그러나 실제로는 이 이외에도 전해질액의 조성, 

온도, 반응시간 등 많은 변수들이 다공성 실리콘의 구조에 영향을 주므로 이들의 상관관계를 밝

혀내기 어려웠다. 최근 다공성 실리콘의 구조를 결정짓는 변수들의 상관관계를 밝히려는 시도

가 있었으나, 아직까지 이러한 변수들이 실제로 어떻게 영향을 미치는지에 대한 명확한 반응기

구마저 규명되지 않았다. 결과적으로 다공성 실리콘의 소자로의 응용에 가장 중요한 다공성 실

리콘의 부피비 표면적은 기존 실험이나 경험적으로 추산되는 경우가 대부분이었다. 게다가 이

렇게 형성된 다공성 실리콘의 경우, 원하는 기공형태가 얻어지지 않거나, 정렬상태가 불량한 것

이 대부분이었다. 따라서 본 연구에서는 다공성 실리콘의 구조 형성의 결정적인 변수인 실리콘

의 전기저항치와 전류밀도, 전해질액의 조성이 기공의 형성에 영향을 주는 반응기구를 규명하

고, 원하는 기공 크기와 구조를 갖는 수직 정렬된 다공성 실리콘을 얻는 방법을 제시한다.  




